
Institute of Electronics, Information, and Communication Engineers

NII-Electronic Library Service

工nstitute 　 of 　 Eleotronios ，工 nformation ，　 and 　 Co   unioation 　 Engineers

2012 年電子情報通信学会総合大 会

B−4−7

パ ッ ケー ジコ モ ンモ
ー

ド共振時における伝導性外部雑音による
　　　　　　　　　　　CMOS 出力ジッ タ増大の実験的検討
　　　　　　　　　　　　 Experiment 　of 　increase　of 　CMOS 　output 　jitter　caused 　by

　　　　　　conducted 　disturbance　on 　power 　supply 　network 　on 　packagecommon −mode 　 Tesonance

　　 松嶋徹

Tohlu　Matsushima
浅井力矢

Rikiya　Asai
　 西本太樹
Taiki　Nishimoto

　　　　　　 京都大学大学 院工 学研 究科

Department 　of 　Electrical　Engineering
，
　Kyoto 　University

　和田修己

Osami 　Wada

1　 ま え が き

　LSI パ ッ ケージをプリン ト回路基板 （PCB ）に実装し

た際に想定して い ない 寄生結合が図 1 に示すよ うに 生

じ る、これまで、こ の寄生結合がパ ッ ケ
ー

ジーPCB 間の

接続部に存在する イ ン ダクタン ス と反共振 （パ ッ ケ
ージ

コ モ ンモ ード共振）し 国、パ ッ ケ
ージ上に実装 された

CMOS イ ン バー
タの 出力 ジ ッ タ が 増加す る こ と を シ ミ ュ

レー
シ ョ ン に よ り示 した ［2］。 本報告で は、パ ッ ケ

ー
ジ

コ モ ンモ
ー

ド共振時 に おける出力ジ ッ タの 増加を実測に

よ り検証する。

2 　試験基板

　図 1に 示すように BGA パ ッ ケ
ージを PCB に実装し

た構造を対象とする。パ ッ ケ
ージの 最下層と PCB の最上

層 に はグラウン ドプ レーンがあり、対向した両グラウ ン

ド間に は寄生容量σOM が存在する。この 寄生容量 CCM
と半 田 ボ

ール な どの グラウン ド間接続部の寄生イ ン ダ ク

タ ン ス に よ り生 じ る反 共 振が パ ッ ケージ コ モ ン モ ード共

振で あ る。

　実験 に 用 い たパ ッ ケ
ージ 、PCB 共 に 4 層基板 （FR −4

，

ε，
＝4．3，　tanδ　＝　O．02）であり、パ ッ ケージの外周にある

薩径 0．3mrn の半田ボール に よ り接続され る。それぞれ

の基板の大きさ は 30x　30（mm ）、 80x　80（lnm ＞で あ り、
パ ッ ケージ最下層の グ ラ ウ ン ド面は 26x 　26（mm ）で あ

る ため、20pF 程度の 寄生容量がグラ ウ ン ド間に ある 。

表 1 に示すよ うにグラ ウ ン ド間を接続す る半 田 ボ
ー

ルの

個数が異な る 2 種類 の 試験基板を用い た。接続イ ン ダク

タン ス は基板 B の 方が小 さい た め 、パ ッ ケージ コ モ ン

モ
ー

ド共振周波数は高 くな る 。

　　　　　　　 表 1 試験基板の 違 い

半田 ボ
ー

ル の 位置 共振周波数 （実測）
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図 3 パ ッ ケ
ージ コ モ ン モ

ー
ド共振時 に お け る

　　　ジ ッ タ （RMS ）の増大

3　 パ ッ ケ
ージ コ モ ン モード共振とジ ッ タの 増加

　図 2 に 示す よ うに、PCB 上 の 電源グラ ウ ン ド配線 に

伝導性外部雑音源を接続 し、印加される電力を
一

定 に保

ちなが らCMOS イ ン バータ の 出力ジッ タ を観測し た 。 ま

た、雑音印加側 （ポ
ート＃1）から CMOS 側 （ポ

ート＃2）
へ の透過特性も測定し、図 3に示す。こ れよ り、基板 B

の方が基板 A に 比べ て 共振周波数が高くな っ て い る。ま

た どちらの 基板 で も、パ ッ ケージ コ モ ン モ
ード共振周波

数に おい てジ ッ タが増大 して い る こ とが観測で きた。

4　 まとめ

　パ ッ ケージ コ モ ン モ
ー

ド共振時に CMOS 出力の ジ ッ

タが増大す る こ と を実験に よ り示し た 。
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